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Abstract : L’objectif du théme proposé est consacré a une étude sur la construction d'une structure hétérogene de silicium
polycristallin permettant de rendre compte les caractéristiques courant-tension du transistor MOSa canal N fabriqué a base de ce
matériau. La couche de silicium polycristallin réelle contient de grain et de jointsde grain répartis aéatoirement. Donc pour
modéliser plus simplement cette couche, un modele géométrique 2Da permet la mise en évidence d’ un certain nombre de joints de
grain perpendiculaires et paralléles a la surfacede croissance.Pour cela, une simulation approfondie basée sur la résolution
numeérique, a deux dimensions, des équationsdécrivant le transport dans les dispositifs a semi-conducteurs (éguation de Poisson et
les deux équationsde continuité des électrons et des trous) est utilisée en tenant en compte de la particularité des propriétés
électriqueset physiques du silicium polycristallin. Dans cette simulation, on analyse la sensibilité des caractéristiques de transfert

IDS(VGS) en fonction de la structure granulaire du canal, le hombre de joints de grains, défauts intergranulaires et a I'interface
etc...
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